Jnla 4 listopada 1963 r.

BIBLIOTEKA

Urzedu Patentowego
Polskizj Peeczypespalte] Ludowsi

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITE] LUDOWE]
OPIS PATENTOWY

.

Nr 47775

KL 21 g, 11/02
Kl. internat. H 01 1

Fabryka Pélprzewodnikéw
L,TEWA”¥*
Przedsiebiorstwo Panstwowe

Warszawa, Polska

Spos6b wytwarzania elementéw pélprzewodnikowych,
zwlaszcza elementow przystosowanych do warunkoéw tropikalnych

Patent trwa od dnia 7 marca 1962 r.

Wynalazek idotyczy mowego sposobu wytwa-
rzania element6w poédtprzewodnikowych i pole-
ga na wyeliminowaniu z tranzystora przepustu
i ostonki i zapewnia uzyskanie elementéw
przystosowanych do pracy w warunkach tropi-
kalnych, zwiekszenie mocy tranzystora o oko-
1o 20%, miezmienno§¢ parametrow elekirycz-
mych w czasie. .

Dotychczasowy sposéb wytwarzania tranzy-
storé6w nie posiada powyzszych cech.

Fig. 1 przedstawia przekréj podiuzny tran-
zystora wytwarzanego wg. dotychczasowego
sposobu, fig. 2 przekrdj poprzeczny oraz rzut
z gory przepustu zastepczego, fig. 3 przekroj
podluzny przepustu zastepczego z wyprowadze-
niamj do ktérych przypawane sa doprowadze-

*) Wlasciciel patentu osSwiadczyl, Ze twoérca
wynalazku jest mgr inz. Andrzej Stadnicki.

nia i zamaskowane zlgcze, fig. 4 przekrdéj po-
przeczny i rzut z goéry zalewowej, fig. 5 prze-
kr6j podiluzny tranzystora wytwarzanego wg.
nowego sposobu.

Obecny sposdb wytwarzania tranzystoréw
polega na przypawaniu zlgcza 3 do Srodkowego
wyprowadzenia 6 metalowego przepustu 5, na-
stepnie przylutowaniu doprowadzen 4 do zig-
cza oraz przypawaniu doprowadzen 4 do bocz-
nych wyprowadzen 6 przepustu.

Zmontowany tranzystor podlega obrébce che_
micznej i pomiarom. Elementy poélprzewodni-
kowe zakwalifikowane jako dobre maskowane
83 smarem silikonowym (2) i zamykane ostonka
metalowg (1), ktéra uszczelniana jest zywica
termoutwardzalna (7).

Spos6b wytwarzania elementéw p6iprzewod-
nikowych wg wynalazku polega mna zastgpie-



(5).4 metalowej oston-
Y ;{9& stanowigca
ch s O
nia polega ma wprowadze-
'z Jalow. h wyprowadzen (6) do
uprzednio® wykonafniego przepustu zastepczego
(fig. 2) i przypawaniu do mich zlacza (3)i dopro-
wadzen (4). Przepust zastepczy jest wykonany
z tworzywa sztucznego, np. z polietylenu.
Zmontowany 'w ten spos6b element po obrébce
chemicznej i pomiarach jest maskowany sma-
rem silikonowym 2z dodatkiem substancji
awigkszajgce] przewodnictwo cieplne (8). Tak
przygotowany tranzystor umieszczany jest
w formie zalewowej (fig. 4) ktérej otwory za-
lano uprzednio zywicg termoutwardzalng.
Forma wraz z zZywica i umieszczona w niej
czeSciag wystajacg ponad przepust zastepczy
elementem  zostaje poddana odgazowaniu
w prézni w czasie 10 minut w temp. 80°C. Po
odgazowaniu calo§é jjest wygrzewana w czasie
czterech godzin w temp. 80°C, przy normalnym
cifnieniu atmosferycznym, celem spolimeryzo-
wania zywicy. Po caterech godzinach calo$é
jest chlodzona, a nastepnie wyjmowane sa go-
towe tranzystory. Przepust zastepczy po wyje-
ciu' gotowego elementu poéiprzewodnikowego

z formy zostaje zdjety i moze byé ponownie
uzyty.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wytwarzania elementéw poiprzewod-
nikowych, zwlaszcza elementéw przystoso-
wanych do warunkéw tropikalnych zna-
mienny tym, Ze wyprowadzenia (6) umiesz-
cza sie w przepudcie zastepczym, przy czym
do srodkowego wyprowadzenia (6) zostaje
przypawane zlgcze (3,) ktore jest maskowane
smarem silikonowym z dodatkiem substan-
cji zwiekszajacej przewodnictwo cieplne (8),
a nastepnie cze$é wystajaca ponad przepust
zastepczy (3) zostaje umieszczona w formie
zalewowej w otworach ktérej znajduje sie
zywica termoutwardzalna.

Spos6b wedlug zastrz. 1 znamienny tym, Ze
forma zalewowa wraz z zalanymi zZywicg
elementami pélprzewodnikowymi zostaje
poddana odgazowaniu 'w pr6ézni w czasie 10
minut w temp. 80°C, a nastepnie jest wy-
grzewama w czasie czterech godzin w temp.
80°C przy mormalnym -ci§nieniu.

Fabryka Poélprzewodmikéw ,Tewa*
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